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Питання

з навчальної дисципліни “Електроніка та мікросхемотехніка” для екстернів (IV семестр) напряму “Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління»”

1. Електронна емісія (робота виходу, види електронної емісії).

2. Катоди з прямим розжарення (побудова, параметри).

3. Катоди з непрямим розжаренням (побудова, параметри, особливості).

4. Вакуумний діод (побудова, характеристики, параметри).

5. Вакуумний тріод (побудова, характеристики, параметри).

6. Тетрод (побудова, характеристики, параметри).

7. Пентод (побудова, характеристики, параметри).

8. Визначення параметрів тріодів, тетродів і пентодів за статичними характеристиками.

9. Міжелектродні ємності тріодів, тетродів і пентодів та їх вплив на роботу підсилювальних пристроїв.

10. Тиратрони тліючого розряду (принцип роботи, характеристики, параметри).

11. Структура напівпровідника, кристалічна гратка, ковалентні зв’язки.

12. Електронна і діркова електропровідність напівпровідників.

13. Схеми енергетичних рівнів електронів в металах, діелектриках і напівпровідниках.

14. Дифузія і дрейф носіїв заряду в напівпровідниках.

15. Питома електропровідність напівпровідників.

16. Домішкова і діркова електропровідність напівпровідників.

17. Електронно дірковий n-p- перехід при прямій і зворотній напругах.

18. Пробій n-p- переходу.

19. Ємності n-p- переходу.

20. Вольт-амперна характеристика ідеального напівпровідникового n-p переходу.

21. Реальна вольт-амперна характеристика напівпровідникового n-p переходу.

22. Порівняльна характеристика вольт-амперних характеристик Ge і Si діодів.

23. Вплив температури на вольт-амперну характеристику напівпровідникового діода.

24. Еквівалентна схема заміщення напівпровідникового діода для змінного струму.

25. Випрямляючі напівпровідникові діоди (характеристики, параметри).

26. Основні способи формування n-p переходів.

27. Послідовне і паралельне ввімкнення напівпровідникових діодів.

28. Робочий режим і робоча характеристика напівпровідникового діода.

29. Класифікація напівпровідникових діодів.

30. Високочастотні діоди.

31. Імпульсні діоди (особливості побудови, характеристики, параметри).

32. Меза-діоди (побудова, параметри, застосування).

33. Імпульсні діоди з мікросплавним переходом (побудова, параметри, застосування).

34. Діоди Шоткі (особливості побудови, параметри, застосування).

35. Варикапи (принцип роботи, параметри, схема ввімкнення).

36. Кремнієві стабілітрони (побудова, характеристики, параметри).

37. Побудова і принцип роботи біполярного транзистора.

38. Статичні характеристики і власні параметри біполярного транзистора.

39. Основні схеми ввімкнення біполярного транзистора.

40. Струми в біполярному транзисторі.

41. Класифікація біполярних транзисторів.

42. Первинні (власні) параметри біполярного транзистора.

43. Т-подібні еквівалентні схеми заміщення біполярного транзистора для основних схем ввімкнення.

44. Транзистор як чотириполюсник, система H-параметрів.

45. Транзистор як чотириполюсник, система Z-параметрів.

46. Транзистор як чотириполюсник, система Y-параметрів.

47. Порівняння значень H-параметрів біполярного транзистора для схем з СЕ і СБ.
48. Визначення H-параметрів транзистора за статичними характеристиками.

49. Частотні властивості і частотні параметри біполярного транзистора.

50. Вплив температури на характеристики і параметри біполярного транзистора.

51. Дрейфові транзистори.

52. Польові транзистори з керуючим n-p переходом.

53. Польові транзистори з ізольованим затвором і вбудованим каналом.

54. Польові транзистори з ізольованим затвором та індукованим каналом.

55. Тиристори (принцип роботи, характеристики, параметри, застосування).

56. Одноперехідні транзистори (принцип роботи, характеристика, параметри).

57. Тунельні діоди (принцип роботи, характеристики, параметри).

58. Обернені діоди (принцип роботи, характеристики, застосування).

59. Діоди Ганна (принцип роботи, характеристики, параметри).

60. Варистори (принцип роботи, параметри, схема ввімкнення).

61. Термістори (принцип роботи, параметри, схема ввімкнення).

62. Фоторезистори (принцип роботи, параметри).

63. Фотодіоди (принцип роботи, характеристики, параметри).

64. Напівпровідникові фотоелементи.

65. Фототранзистори (принцип роботи, характеристики, параметри).

66. Фототиристори (принцип роботи, характеристики, параметри).

67. Світлодіоди (принцип роботи, характеристики, параметри).

68. Оптрони (види, принцип роботи, параметри, застосування).

69. Фотоелементи (принцип роботи, характеристики, параметри).

70. Фотоелектронні помножувачі (принцип роботи, характеристики, схема ввімкнення, параметри).
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